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(57)【要約】
【課題】半導体装置が高温状態であっても、スタンバイ
時において論理回路の消費電流を削減するとともに、ス
タンバイ状態から通常動作状態へ短時間で復帰すること
を可能とする技術を提供することにある。
【解決手段】半導体装置は、電源電位が供給される第１
配線と、接地電位が供給される第２配線と、電源ノード
と、前記第２配線に接続された接地ノードと、複数の論
理回路と、を含む論理回路ブロックと、前記第１配線と
前記電源ノードとの間に設けられたスイッチ回路と、を
含む。前記スイッチ回路は、前記第１配線と前記電源ノ
ードとの間にソースドレイン経路が接続された複数の第
１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含む。前記複数の
第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、オフ状態、ダ
イオード接続状態、又は、オン状態にされる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源電位が供給される第１配線と、
　接地電位が供給される第２配線と、
　電源ノードと、前記第２配線に接続された接地ノードと、複数の論理回路と、を含む論
理回路ブロックと、
　前記第１配線と前記電源ノードとの間に設けられたスイッチ回路と、を含み、
　前記スイッチ回路は、前記第１配線と前記電源ノードとの間にソースドレイン経路が接
続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含み、
　前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、
　　オフ状態、ダイオード接続状態、又は、オン状態にされる、
　半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記スイッチ回路は、さらに、
　　第２Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタと、
　　第３Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタと、
　　第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタと第１Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタとを含
むバッファ回路と、
　　インバータと、
　　アンド回路と、を含み、
　前記第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのドレインおよび前記第１Ｎチャネル型ＭＯ
Ｓトランジスタのドレインは、前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのおのお
ののゲート電極に接続され、
　前記第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのソースは、前記第３Ｐチャネル型ＭＯＳト
ランジスタのソースドレイン経路を介しいて前記複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタ
のドレイン電極に接続され、
　前記第１Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタのソースは、前記第２配線に接続され、
　前記第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのゲートおよび前記第１Ｎチャネル型ＭＯＳ
トランジスタのゲートは、前記アンド回路の出力に接続され、
　前記第２Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、シャットダウン信号を受ける様に接続さ
れたゲートと、前記第１配線に接続されたソースと、前記第３Ｐチャネル型ＭＯＳトラン
ジスタのドレインに接続されたドレインと、を有し、
　前記インバータは、前記シャットダウン信号を受ける入力と、前記第３Ｐチャネル型Ｍ
ＯＳトランジスタのゲートに接続された出力と、を有し、
　前記アンド回路は、前記シャットダウン信号を受ける第１入力と、スタンバイ信号を受
ける第２入力と、前記出力と、を有する、半導体装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置において、
　前記シャットダウン信号がロウレベルとされると、前記複数のＰチャネル型ＭＯＳトラ
ンジスタは前記オフ状態とされ、
　前記シャットダウン信号がハイレベルとされ、前記スタンバイ信号がロウレベルとされ
ると、前記複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記ダイオード接続状態とされ、
　前記シャットダウン信号がハイレベルとされ、前記スタンバイ信号がハイレベルとされ
ると、前記複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタは前記オン状態とされる、半導体装置
。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置において、
　前記複数の論理回路のおのおのは、
　　Ｎ型ウエルに形成されたＰチャネル型ＭＯＳトランジスタと、
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　　Ｐ型ウエルに形成されたＮチャネル型ＭＯＳトランジスタと、を含み、
　前記Ｎ型ウエルは、前記電源電位が供給され、
　前記Ｐ型ウエルは、前記接地電位が供給される、半導体装置。
【請求項５】
　電源電位が供給される第１配線と、
　接地電位が供給される第２配線と、
　第１機能ブロック、第２機能ブロックおよび第３機能ブロックと、
　第１スイッチ回路、第２スイッチ回路および第３スイッチ回路と、
　前記第１スイッチ回路、前記第２スイッチ回路および前記第３スイッチ回路を制御する
制御回路と、を含み、
　前記第１機能ブロック、前記第２機能ブロックおよびの前記第３機能ブロックのおのお
のは、
　　電源ノードと、
　　前記第２配線に接続された接地ノードと、
　　複数の論理回路と、を含み、
　前記第１スイッチ回路は、前記第１配線と前記第１機能ブロックの前記電源ノードとの
間にソースドレイン経路が接続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含み
、
　前記第２スイッチ回路は、前記第１配線と前記第２機能ブロックの前記電源ノードとの
間にソースドレイン経路が接続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含み
、
　前記第３スイッチ回路は、前記第１配線と前記第３機能ブロックの前記電源ノードとの
間にソースドレイン経路が接続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含み
、
　前記第１スイッチ回路、前記第２スイッチ回路および前記第３スイッチ回路のおのおの
の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記制御回路の制御に基づいて、
　　オフ状態、ダイオード接続状態、または、オン状態にされる、
　半導体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記第１機能ブロックは、リアルタイムクロック動作を実施する回路を含み、
　前記第２機能ブロックは、システム制御回路を含み、
　前記第３機能ブロックは、中央処理装置を含み、
　前記第１スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オン
状態にされ、
　前記第２スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記ダイ
オード接続状態にされ、
　前記第３スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ
状態にされる、半導体装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記第１機能ブロックは、リアルタイムクロック動作を実施する回路を含み、
　前記第２機能ブロックは、システム制御回路を含み、
　前記第３機能ブロックは、中央処理装置を含み、
　前記第１スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オン
状態にされ、
　前記第２スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ
状態にされ、
　前記第３スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ
状態にされる、半導体装置。
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【請求項８】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記第１スイッチ回路、前記第２スイッチ回路および前記第３スイッチ回路のおのおの
は、さらに、
　　第２Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタと、
　　第３Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタと、
　　第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタと第１Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタとを含
むバッファ回路と、
　　インバータと、
　　アンド回路と、を含み、
　前記第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのドレインおよび前記第１Ｎチャネル型ＭＯ
Ｓトランジスタのドレインは、前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのおのお
ののゲート電極に接続され、
　前記第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのソースは、前記第３Ｐチャネル型ＭＯＳト
ランジスタのソースドレイン経路を介しいて前記複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタ
のドレイン電極に接続され、
　前記第１Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタのソースは、前記第２配線に接続され、
　前記第４Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタのゲートおよび前記第１Ｎチャネル型ＭＯＳ
トランジスタのゲートは、前記アンド回路の出力に接続され、
　前記第２Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、シャットダウン信号を受ける様に接続さ
れたゲートと、前記第１配線に接続されたソースと、前記第３Ｐチャネル型ＭＯＳトラン
ジスタのドレインに接続されたドレインと、を有し、
　前記インバータは、前記シャットダウン信号を受ける入力と、前記第３Ｐチャネル型Ｍ
ＯＳトランジスタのゲートに接続された出力と、を有し、
　前記アンド回路は、前記シャットダウン信号を受ける第１入力と、スタンバイ信号を受
ける第２入力と、前記出力と、を有する、半導体装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置において、
　前記第１機能ブロックは、リアルタイムクロック動作を実施する回路を含み、
　前記第２機能ブロックは、システム制御回路を含み、
　前記第３機能ブロックは、中央処理装置を含み、
　前記制御回路は、
　　前記第１スイッチ回路の前記シャットダウン信号の状態を設定する第1制御ビットと
、
　　前記第１スイッチ回路の前記スタンバイ信号の状態を設定する第２制御ビットと、
　　前記第２スイッチ回路の前記シャットダウン信号の状態を設定する第３制御ビットと
、
　　前記第２スイッチ回路の前記スタンバイ信号の状態を設定する第４制御ビットと、
　　前記第３スイッチ回路の前記シャットダウン信号の状態を設定する第５制御ビットと
、
　　前記第３スイッチ回路の前記スタンバイ信号の状態を設定する第６制御ビットと、を
含む、半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体装置において、
　前記第１制御ビットおよび前記第２制御ビットのおのおのはハイレベルとされて、前記
第１スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オン状態に
され、
　前記第３制御ビットはハイレベルとされ、前記第４制御ビットはロウレベルとされて、
前記第２スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記ダイオ
ード接続状態にされ、
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　前記第５制御ビットはロウレベルとされ、前記第３スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチ
ャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ状態にされる、半導体装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の半導体装置において、
　前記第１制御ビットおよび前記第２制御ビットのおのおのはハイレベルとされて、前記
第１スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オン状態に
され、
　前記第３制御ビットはロウレベルとされ、前記第２スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチ
ャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ状態にされ、
　前記第５制御ビットはロウレベルとされ、前記第３スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチ
ャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ状態にされる、半導体装置。
【請求項１２】
　電源電位が供給される第１配線と、
　接地電位が供給される第２配線と、
　第１機能ブロック、第２機能ブロックおよび第３機能ブロックと、
　第１スイッチ回路、第２スイッチ回路および第３スイッチ回路と、
　前記第１スイッチ回路、前記第２スイッチ回路および前記第３スイッチ回路を制御する
制御回路と、を含み、
　前記第１機能ブロック、前記第２機能ブロックおよびの前記第３機能ブロックのおのお
のは、
　　電源ノードと、
　　前記第２配線に接続された接地ノードと、
　　複数の論理回路と、を含み、
　前記第１機能ブロックは、リアルタイムクロック動作を実施する回路を含み、
　前記第２機能ブロックは、システム制御回路を含み、
　前記第３機能ブロックは、中央処理装置を含み、
　前記第１スイッチ回路は、前記第１配線と前記第１機能ブロックの前記電源ノードとの
間にソースドレイン経路が接続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含み
、
　前記第２スイッチ回路は、前記第１配線と前記第２機能ブロックの前記電源ノードとの
間にソースドレイン経路が接続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含み
、
　前記第３スイッチ回路は、前記第１配線と前記第３機能ブロックの前記電源ノードとの
間にソースドレイン経路が接続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含み
、
　前記第１スイッチ回路、前記第２スイッチ回路および前記第３スイッチ回路のおのおの
の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記制御回路の制御に基づいて、
　　オフ状態、ダイオード接続状態、または、オン状態にされる、
　半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の半導体装置において、
　前記第１スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オン
状態にされ、
　前記第２スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記ダイ
オード接続状態にされ、
　前記第３スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ
状態にされる、半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の半導体装置において、
　前記第１スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オン
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状態にされ、
　前記第２スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ
状態にされ、
　前記第３スイッチ回路の前記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、前記オフ
状態にされる、半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、半導体装置に関し、特に、論理回路部を含む半導体装置に適用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロコントローラ（以下、ＭＣＵともいう）等の半導体装置は、中央処理装置（Ｃ
ＰＵ）、記憶装置、各種の周辺機能を構成する複数の周辺回路などから構成される。中央
処理装置は、複数の論理回路から構成される論理回路部と見做すことができる。また、複
数の周辺回路も、アナログ回路を除いて、複数の論理回路から構成される論理回路部と見
做すことができる。
【０００３】
　半導体装置の論理回路部において、スタンバイ時に低消費電流とさせるために、論理回
路部の電源を遮断する電源遮断技術が提案されている（たとえば、特開２０１１－６０４
０１号公報、特開２０１４－９９１６５号公報等）。特開２０１１－６０４０１号公報に
は、ＳＲＡＭモジュールの電源制御技術についても開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６０４０１号公報
【特許文献２】特開２０１４－９９１６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電源遮断技術は、スタンバイ時において、論理回路部の消費電流を下げる効果は高い。
低消費電流のＭＣＵが用いられる場合、ＭＣＵは、通常動作状態（ＲＵＮ状態）と待機状
態(スタンバイ状態)とを繰り返す様な間欠動作とされるのが主流である。スタンバイ状態
から通常動作状態への復帰については、高速復帰が必要である。電源遮断を実施した場合
、複雑な立上げシーケンスを必要とする為、復帰時間及び消費電流が増加する場合がある
。また、電源遮断された論理回路部は電源供給がされない為、スタンバイ時において、情
報を保持する事も不可能である。
【０００６】
　一方、半導体装置の製造プロセスの微細化や論理回路のロジック規模の増加に伴い高温
状態において半導体装置のリーク電流が顕在化する。
【０００７】
　本開示の課題は、半導体装置が高温状態であっても、スタンバイ時において論理回路の
消費電流を削減するとともに、スタンバイ状態から通常動作状態へ短時間で復帰すること
を可能とする技術を提供することにある。
【０００８】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記の通りである。
【００１０】
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　一実施の形態に係る半導体装置は、電源電位が供給される第１配線と、接地電位が供給
される第２配線と、電源ノードと、前記第２配線に接続された接地ノードと、複数の論理
回路と、を含む論理回路ブロックと、前記第１配線と前記電源ノードとの間に設けられた
スイッチ回路と、を含む。前記スイッチ回路は、前記第１配線と前記電源ノードとの間に
ソースドレイン経路が接続された複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタを含む。前
記複数の第１Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタは、オフ状態、ダイオード接続状態、又は
、オン状態にされる。
【発明の効果】
【００１１】
　上記一実施の形態に係る半導体装置によれば、高温時においても、論理回路のリーク電
流を削減可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態１に係る半導体装置の構成例を示す図である。
【図２】図２は、図１の論理回路ブロック、スイッチ回路および保持回路の構成例を説明
する図である。
【図３】図３は、図２のバッファ回路の構成例を示す図である。
【図４】図４は、図２のスイッチ回路の状態を説明する図である。
【図５】図５は、比較例に係るスイッチ回路を示す回路図である。
【図６】図６は、変形例に係る半導体装置の構成例を示す図である。
【図７】図７は、図６のバッファ回路の構成例を示す図である。
【図８】図８は、実施の形態２に係る半導体装置の構成例を説明する図である。
【図９】図９は、図８の半導体装置の電源電位の供給経路を説明する図である。
【図１０】図１０は、半導体装置の動作モードおよびその状態遷移を示す図である。
【図１１】図１１は、図１０の動作モードと図９の各機能ブロックの状態とを説明する図
である。
【図１２】図１２は、通常動作モードにおける制御レジスタの設定状態の例を示す図であ
る。
【図１３】図１３は、第１待機モードにおける制御レジスタの設定状態の例を示す図であ
る。
【図１４】図１４は、第２待機モードにおける制御レジスタの設定状態の例を示す図であ
る。
【図１５】図１５は、遮断モードにおける制御レジスタの設定状態の例を示す図である。
【図１６】図１６は、第２待機モードから通常動作状態へ遷移する場合の遷移中の制御レ
ジスタの設定状態の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、実施形態、および、実施例について、図面を用いて説明する。ただし、以下の説
明において、同一構成要素には同一符号を付し繰り返しの説明を省略することがある。な
お、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、模式的に表される場合がある
が、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
【００１４】
　（実施の形態１）
　（半導体装置の構成例）
　図１は、実施の形態１に係る半導体装置の構成例を示す図である。
【００１５】
　半導体装置１は、単結晶シリコンなどの１つの半導体チップの上に、公知のＣＭＯＳト
ランジスタの製造方法を用いて形成されている。半導体装置１は、一例では、マイクロコ
ントローラ（以下、ＭＣＵともいう）である。半導体装置１は、第１参照電位とされる電
源電位ＶＣＣが供給される外部端子Ｔ１と、第１参照電位より小さい第２参照電位とされ
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る接地電位ＧＮＤが供給される外部端子Ｔ２と、コア電圧ＶＣＯＲＥが供給される外部端
子Ｔ３と、を含む。コア電圧ＶＣＯＲＥは、一例では、電源電位ＶＣＣと接地電位ＧＮＤ
との間の電位を有する。
【００１６】
　半導体装置１は、さらに、論理回路部１１と、回路部１２と、アナログ回路１３と、電
源回路１４と、制御回路（ＣＮＴ）１５と、を含む。論理回路部１１は、一例では、ＭＣ
Ｕの中央処理装置（ＣＰＵ）と見做すことができる。回路部１２は、タイマー回路などの
デジタル論理回路や、デジタルアナログ変換回路などのアナログ回路などを含み、論理回
路部１１からの出力を受けるように、論理回路部１１に接続されている。アナログ回路１
３は、第１外部端子Ｔ１に供給された電源電位ＶＣＣを受けるようにされ、たとえば、ア
ナログデジタル変換回路（ＡＤＣ）などとすることができる。回路部１２およびアナログ
回路１３は、ＭＣＵの周辺機能を構成する周辺回路と見做すことができる。
【００１７】
　電源回路１４は、バンドギャップリファレンス回路ＢＧＲにより生成した基準電位に基
づいて、第１外部端子Ｔ１に供給された電源電位ＶＣＣを降圧してコア電圧ＶＣＯＲＥ（
Ｖｄｄ）（以下、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）をＶｄｄと称することもある）を生成す
るレギュレータを含む。電源回路１４により生成されたコア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）は
、論理回路部１１や回路部１２に供給される。なお、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）は、
第３外部端子Ｔ３に供給されたコア電圧ＶＣＯＲＥを利用することも可能である。
【００１８】
　制御回路（ＣＮＴ）１５は、シャットダウン信号／ＳＤとスタンバイ信号／ＲＳと、を
生成し、論理回路部１１の通常動作状態と、スタンバイ状態と、シャットダウン状態と、
を制御する。シャットダウン信号／ＳＤは、通常動作状態において、ハイレベルの様な第
１状態とされ、シャットダウン状態において、ロウレベルの様な第２状態とされる。スタ
ンバイ信号／ＲＳは、通常動作状態において、ハイレベルの様な第１状態とされ、スタン
バイ状態において、ロウレベルの様な第２状態とされる。シャットダウン信号／ＳＤは反
転シャットダウン信号と言うこともでき、スタンバイ信号／ＲＳは反転スタンバイ信号と
言うこともできる。シャットダウン信号／ＳＤは第１制御信号と言うこともでき、スタン
バイ信号／ＲＳは第２制御信号と言うこともできる。また、スタンバイ信号／ＲＳはレジ
ュームスタンバイ（Ｒｅｓｕｍｅ　Ｓｔａｎｄｂｙ）信号と、スタンバイ状態はレジュー
ムスタンバイ状態と、言い換えることも可能である。
【００１９】
　論理回路部１１は、この例では、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）側に設けられた２つの
スイッチ回路（ＳＷＣ）１１１，１１２と、２つの論理回路ブロック（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｌｏｇｉｃ）１１３，１１４と、２つの保持回路（ＨＯＬＤ）１１５，１１６と、を含む
。論理回路ブロック１１３は、スイッチ回路（第１スイッチ回路）１１１を介してコア電
圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）が供給される電源配線（第１配線）Ｌ１に接続され、接地電位Ｇ
ＮＤが供給される接地配線（第２配線）Ｌ２に接続される。論理回路ブロック１１３の出
力は保持回路１１５を介して回路部１２に供給される。論理回路ブロック１１４は、スイ
ッチ回路（第１スイッチ回路）１１２を介してコア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）が供給され
る電源配線Ｌ１に接続され、接地電位ＧＮＤが供給される接地配線Ｌ２に接続される。論
理回路ブロック１１４の出力は保持回路１１６を介して回路部１２に供給される。
【００２０】
　スイッチ回路１１１，１１２のおのおのは、後述される図２に示されるように、シャッ
トダウン信号／ＳＤおよびスタンバイ信号／ＲＳに基づいてその動作が制御される複数の
Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１を含む。複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタ
のソースドレイン経路は互いに並列に接続されている。
【００２１】
　（具体的な構成例）
　次に、論理回路ブロック１１３、スイッチ回路１１１、および、保持回路１１５を代表
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例として、具体的な構成例を説明する。論理回路ブロック１１４、スイッチ回路１１２、
および、保持回路１１６の構成は、論理回路ブロック１１３、スイッチ回路１１１、およ
び、保持回路１１５の構成と同じとすることができる。
【００２２】
　図２は、図１の論理回路ブロック１１３、スイッチ回路１１１および保持回路１１５の
構成例を説明する図である。図３は、図２のバッファ回路ＢＵＦ１の構成例を示す図であ
る。図４は、図２のスイッチ回路１１１の状態を説明する図である。
【００２３】
　（スイッチ回路の構成例）
　スイッチ回路１１１は、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタ（第１Ｐチャネル型Ｍ
ＯＳトランジスタ）ＭＰ１と、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ（第２Ｐチャネル型ＭＯ
Ｓトランジスタ）ＭＰ２と、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ（第３Ｐチャネル型ＭＯＳ
トランジスタ）ＭＰ３と、バッファ回路ＢＵＦ１と、インバータＩＮＶ１と、アンド回路
ＡＮＤ１と、を含む。
【００２４】
　複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１は、一例では、Ｎ個のＰチャネル型ＭＯ
ＳトランジスタＭＰ１である。複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１のゲート電
極のおのおのは、バッファ回路ＢＵＦ１の出力に接続される。複数のＰチャネル型ＭＯＳ
トランジスタＭＰ１のソース電極のおのおのは、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）が供給さ
れる電源配線Ｌ１に接続される。複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１のドレイ
ン電極のおのおのは論理回路ブロック１１３の電源ノードＮＤ１に接続される。つまり、
複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタのソースドレイン経路は、電源配線Ｌ１と電源ノ
ードＮＤ１とに間に、互いに並列に接続されている。
【００２５】
　バッファ回路ＢＵＦ１は、図３に示す様に、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ（第４Ｐ
チャネル型ＭＯＳトランジスタ）ＰＦＥＴ１とＮチャネル型ＭＯＳトランジスタ（第１Ｎ
チャネル型ＭＯＳトランジスタ）ＮＦＥＴ１とを含む。
【００２６】
　Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ１のゲートは、バッファ回路ＢＵＦ１の入力
とされ、アンド回路ＡＮＤ１の出力に接続される。Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦ
ＥＴ１のソースは、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ３のドレインに接続される。つ
まり、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ１のソースは、Ｐチャネル型ＭＯＳトラ
ンジスタＭＰ３のソースドレイン経路を介して、論理回路ブロック１１３の電源ノードＮ
Ｄ１、すなわち、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１のドレイン電極に接続さ
れる。Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ１のドレインは、バッファ回路ＢＵＦ１
の出力とされ、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１のゲート電極に接続される
。
【００２７】
　Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ１のゲートは、バッファ回路ＢＵＦ１の入力
とされ、アンド回路ＡＮＤ１の出力に接続される。Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦ
ＥＴ１のソースは、接地電位ＧＮＤが供給される接地配線Ｌ２に接続される。Ｎチャネル
型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ１のドレインは、バッファ回路ＢＵＦ１の出力とされ、複
数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１のゲート電極に接続される。
【００２８】
　Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ２は、シャットダウン信号／ＳＤを受ける様に接
続されたゲートと、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）が供給される電源配線Ｌ１に接続され
たソースと、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ３のドレインに接続されたドレインと
、を有する。
【００２９】
　インバータ１ＮＶ１は、シャットダウン信号／ＳＤを受ける様に接続された入力と、Ｐ
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チャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ３のゲートに接続された出力と、を有する。
【００３０】
　アンド回路ＡＮＤ１は、シャットダウン信号／ＳＤを受ける様に接続された第１入力と
、スタンバイ信号／ＲＳを受ける様に接続された第２入力と、バッファ回路ＢＵＦ１の入
力に接続された出力と、を有する。
【００３１】
　（スイッチ回路の動作および状態）
　スイッチ回路１１１は、電源回路１４がコア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）を生成している
状態において、３つの状態をとることができる。３つの状態は、シャットダウン状態と、
スタンバイ状態と、通常動作状態と、を含む。
【００３２】
　シャットダウン状態では、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１は、図４の第１状態
ＳＴ１に示す様に、オフ状態となる。したがって、第１状態ＳＴ１では、電源配線Ｌ１と
電源ノードＮＤ１との間が非接続（非導通）の状態である。
【００３３】
　スタンバイ状態では、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１は、図４の第２状態ＳＴ
２に示す様に、ダイオード接続の状態となる。したがって、第２状態ＳＴ２では、電源配
線Ｌ１と電源ノードＮＤ１と間にダイオードを接続する状態である。
【００３４】
　通常動作状態では、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１は、図４の第３状態ＳＴ３
に示す様に、オン状態となる。したがって、第３状態ＳＴ３では、電源配線Ｌ１と電源ノ
ードＮＤ１との間が接続（導通）の状態である。
【００３５】
　したがって、スイッチ回路１１１は、論理回路ブロック１１３の電源ノードＮＤ１の電
位を制御する電圧制御回路と見做すことができる。
【００３６】
　この明細書において、シャットダウン信号／ＳＤがロウレベルとされる状態は、シャッ
トダウン状態として定義する。シャットダウン信号／ＳＤがハイレベルとされ、スタンバ
イ信号／ＲＳがロウレベルとされる状態は、スタンバイ状態として定義する。シャットダ
ウン信号／ＳＤがハイレベルとされ、スタンバイ信号／ＲＳがハイレベルとされる状態は
、通常動作状態と定義する。
【００３７】
　以下、シャットダウン状態、スタンバイ状態、および、通常動作状態を説明する。
【００３８】
　（シャットダウン状態）
　シャットダウン信号／ＳＤがロウレベルとされると、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ
ＭＰ２はオン状態とされ、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ３はオフ状態にされる。
アンド回路ＡＮＤ１の出力はロウレベルとなるので、バッファ回路ＢＵＦ１の出力はハイ
レベルとなる。これにより、図４に示す様に、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭ
Ｐ１は第１状態ＳＴ１であるオフ状態となる。したがって、スイッチ回路１１１は、コア
電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）を論理回路ブロック１１３へ供給せず、論理回路ブロック１１
３は電源遮断の状態となる。
【００３９】
　したがって、電源配線Ｌ１と論理回路ブロック１１３の電源ノードＮＤ１との電気的接
続が遮断されているので、論理回路ブロック１１３を構成する複数のトランジスタのリー
ク電流を遮断できる。これにより、半導体装置１が高温状態であっても、半導体装置１の
消費電流を削減することができる。
【００４０】
　（スタンバイ状態）
　シャットダウン信号／ＳＤがハイレベルとされ、スタンバイ信号／ＲＳがロウレベルと



(11) JP 2021-163917 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

されると、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ２はオフ状態とされ、Ｐチャネル型ＭＯ
ＳトランジスタＭＰ３はオン状態にされる。アンド回路ＡＮＤ１の出力はロウレベルとな
るので、バッファ回路ＢＵＦ１のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ１がオン状態
となる。これにより、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１のゲート電極とドレイン電
極とが、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ１のソースドレイン経路とＰチャネル
型ＭＯＳトランジスタＭＰ３のソースドレイン経路とを介して接続されるので、複数のＰ
チャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１は、図４に示す様に、第２状態ＳＴ２であるダイオ
ード接続の状態となる。したがって、スイッチ回路１１１は、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄ
ｄ）からダイオードの閾値電圧（Ｖｔｐ）分だけ低下された第１電位ＬＧＶｄｄ（ＬＧＶ
ｄｄ＝Ｖｄｄ－Ｖｔｐ）を論理回路ブロック１１３へ供給する。
【００４１】
　論理回路ブロック１１３には、第１電位ＬＧＶｄｄと接地電位Ｖｓｓとの間の電位差が
供給される。そのため、論理回路ブロック１１３を構成する内部論理回路は、通常動作状
態時の信号状態を保持できる。また、第１電位ＬＧＶｄｄと接地電位Ｖｓｓとの間の電位
差は、電源電位Ｖｄｄと接地電位Ｖｓｓの間の電位差より小さいので、論理回路ブロック
１１３を構成する複数のトランジスタのリーク電流を低減することができる。これにより
、スタンバイ状態における論理回路ブロック１１３の消費電流を削減することができる。
【００４２】
　（通常動作状態）
　シャットダウン信号／ＳＤがハイレベルとされ、スタンバイ信号／ＲＳがハイレベルと
されると、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ２はオフ状態とされ、Ｐチャネル型ＭＯ
ＳトランジスタＭＰ３はオン状態にされる。アンド回路ＡＮＤ１の出力はハイレベルとな
るので、バッファ回路ＢＵＦ１の出力はロウレベルとなる。これにより、図４に示す様に
、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１は第３状態ＳＴ３であるオン状態となる
。したがって、スイッチ回路１１１は、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）を論理回路ブロッ
ク１１３へ供給する。
【００４３】
　論理回路ブロック１１３は、スタンバイ状態で保持されていた信号状態を維持しつつ、
スタンバイ状態から通常動作状態へ復帰するので、保持されていた信号状態から通常動作
における信号処理を行うことができる。スタンバイ状態から通常動作状態へ復帰は、スタ
ンバイ信号／ＲＳの信号レベルを変化させるだけであり、複雑な立上げシーケンスを必要
とせず、復帰時間及び消費電流が増加することもない。
【００４４】
　（論理回路ブロックの構成例）
　論理回路ブロック１１３は、複数の論理回路を含み、これらの複数の論理回路の電源端
子と接地端子とは、電源ノードＮＤ１と接地ノードＮＤ２とにそれぞれ接続されている。
論理回路ブロック１１３は、この例では、複数のインバータＩＮＶを含む様に表現してい
る。インバータＩＮＶは、拡大図で示す様に、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＰと
Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＮとを含み、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮ
Ｐのソースドレイン経路とＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＮのソースドレイン経路
とが、電源ノードＮＤ１と接地ノードＮＤ２との間に、直列に接続される。Ｐチャネル型
ＭＯＳトランジスタＩＮＰのゲート電極とＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＮのゲー
ト電極とは互いに接続されて、インバータＩＮＶの入力端子とされる。Ｐチャネル型ＭＯ
ＳトランジスタＩＮＰのソースドレイン経路とＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＮの
ソースドレイン経路の共通接続点は、インバータＩＮＶの出力端子とされている。Ｐチャ
ネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＰは、半導体チップに形成されたＮ型ウエルに形成されて
いる。Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＰの基板ゲートは、このＮ型ウエルで構成さ
れており、このＮ型ウエルは電源電位Ｖｄｄに接続されている。また、Ｎチャネル型ＭＯ
ＳトランジスタＩＮＮは、半導体チップに形成されたＰ型ウエルに形成されている。Ｎチ
ャネル型ＭＯＳトランジスタＩＮＮの基板ゲートは、このＰ型ウエルで構成されており、
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このＰ型ウエルは接地電位Ｖｓｓに接続されている。なお、論理回路ブロック１１３の内
部構成は、複数のインバータＩＮＶに限定されるわけではない。論理回路ブロック１１３
には、複数のインバータＩＮＶの他、複数のアンド回路、複数のナンド回路、複数のオア
回路、複数のノア回路、複数のフリップフロップ回路などが含まれても良い。
【００４５】
　（保持回路の構成例）
　保持回路１１５は、論理回路ブロック１１３の出力を保持する。保持回路１１５は、た
とえば、Ｄラッチ回路（Ｄ－Ｌａｔｃｈ）１１５ａで構成できる。Ｄラッチ回路１１５ａ
において、イネーブル端子Ｅにはスタンバイ信号／ＲＳが入力され、データ端子Ｄには論
理回路ブロック１１３の出力が接続され、出力Ｑには回路部１２の入力が接続される。こ
の例では、１つの保持回路１１５が代表として描かれているが、これに限定されない。論
理回路ブロック１１３が複数の出力を有し、回路部１２が複数の入力を有する場合、論理
回路ブロック１１３の複数の出力と回路部１２が複数の入力の間のおのおのに１つの保持
回路１１５が設けられる様に、複数の保持回路１１５が設けられる。
【００４６】
　スタンバイ状態の場合、論理回路ブロック１１３から出力される信号のハイレベルは、
第１電位ＬＧＶｄｄ（ＬＧＶｄｄ＝Ｖｄｄ－Ｖｔｐ）の電位であり、論理回路ブロック１
１３から出力される信号のロウレベルは、接地電位Ｖｓｓの電位である。一方、論理回路
ブロック１１３の後段に設けられた回路部１２には、電源電位Ｖｄｄと接地電位Ｖｓｓと
が供給されているので、論理回路ブロック１１３から出力される信号のハイレベルを回路
部１２へ入力すると、回路部１２内において不定な信号の伝搬や回路部１２内において貫
通電流が発生する原因になる場合がある。これを防止する為、論理回路ブロック１１３と
回路部１２との間に、論理回路ブロック１１３の出力信号を保持する保持回路１１５が設
けられている。保持回路１１５には電源電位Ｖｄｄと接地電位Ｖｓｓとが供給されている
ので、保持回路１１５の出力のハイレベルは電源電位Ｖｄｄであり、保持回路１１５の出
力のロウレベルは接地電位Ｖｓｓである。これにより、回路部１２内において不定な信号
の伝搬や貫通電流を抑制することができる。
【００４７】
　（比較例）
　図５は、比較例に係るスイッチ回路を示す回路図である。
【００４８】
　スイッチ回路１１１ｒは、バッファ回路ＢＵＦ１ｒと、複数のＰチャネル型ＭＯＳトラ
ンジスタＭＰ１ｒと、を含む。バッファ回路ＢＵＦ１ｒは、スタンバイ信号／ＲＳを受け
る入力と、出力と、を含む。複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１ｒは、Ｎ個の
Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１である。複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタ
ＭＰ１ｒのゲート電極のおのおのは、バッファ回路ＢＵＦ１ｒの出力に接続される。複数
のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１ｒのソース電極のおのおのは、コア電圧ＶＣＯ
ＲＥ（Ｖｄｄ）が供給される電源配線Ｌ１に接続される。複数のＰチャネル型ＭＯＳトラ
ンジスタＭＰ１ｒのドレイン電極のおのおのは論理回路ブロック１１３の電源ノードＮＤ
１に接続される。つまり、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタのソースドレイン経路
は、電源配線Ｌ１と電源ノードＮＤ１とに間に、互いに並列に接続されている。バッファ
回路ＢＵＦ１ｒは、図３に示すバッファ回路ＢＵＦ１と同じ構成とされている。
【００４９】
　スイッチ回路１１１ｒは、通常動作状態とスタンバイ状態とを有する。スタンバイ信号
／ＲＳのハイレベルは通常動作状態であり、スタンバイ信号／ＲＳのロウレベルはスタン
バイ状態である。
【００５０】
　スタンバイ状態の場合、バッファ回路ＢＵＦ１ｒ内のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタ
ＰＦＥＴ１は、スタンバイ信号／ＲＳのロウレベルに基づいて、オン状態にされる。また
、バッファ回路ＢＵＦ１ｒ内のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ１は、スタンバ
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イ信号／ＲＳのロウレベルに基づいて、オフ状態にされる。Ｐチャネル型ＭＯＳトランジ
スタＰＦＥＴ１がオン状態とされると、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１ｒ
のドレインとゲートとが同じ電圧になる。したがって、複数のＰチャネル型ＭＯＳトラン
ジスタＭＰ１は、図４の第２状態ＳＴ２に示す様に、ダイオード接続の状態となる。その
ため、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１ｒのドレインの電圧、つまり、論理
回路ブロック１１３の電源ノードＮＤ１の電圧は、コア電圧ＶＣＯＲＥ（Ｖｄｄ）から複
数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１ｒの閾値電圧（Ｖｔｐ）分だけ低下した第１
電位ＬＧＶｄｄ（ＬＧＶｄｄ＝Ｖｄｄ－Ｖｔｐ）となる。
【００５１】
　通常動作状態の場合、バッファ回路ＢＵＦ１ｒ内のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＰ
ＦＥＴ１は、スタンバイ信号／ＲＳのハイレベルに基づいて、オフ状態にされる。また、
バッファ回路ＢＵＦ１ｒ内のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ１は、スタンバイ
信号／ＲＳのハイレベルに基づいて、オン状態にされる。したがって、複数のＰチャネル
型ＭＯＳトランジスタＭＰ１は、図４の第３状態ＳＴ３に示す様に、オン状態となる。複
数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１がオン状態とされるので、論理回路ブロック
１１３の電源ノードＮＤ１の電圧は電源電位Ｖｄｄとなる。
【００５２】
　図３のスイッチ回路１１１が図５のスイッチ回路１１１ｒと異なる点は、スイッチ回路
１１１がシャットダウン状態を有する点である。シャットダウン状態を設けることでスイ
ッチ回路１１１を構成する回路素子はスイッチ回路１１１ｒと比較して増加する。しかし
、増加した回路素子（ＭＰ２，ＭＰ３、ＩＮＶ１、ＡＮＤ１）は、複数のＰチャネル型Ｍ
ＯＳトランジスタＭＰ１の全体的なサイズと比較して極めて小さいサイズなので、スイッ
チ回路１１１の面積増加は特に問題となることはない。
【００５３】
　実施の形態１によれば、以下の効果を得ることができる。
【００５４】
　１）半導体装置の製造プロセスの微細化や論理回路のロジック規模の増加に伴い高温状
態において半導体装置のリーク電流が顕在化するが、スイッチ回路１１１にシャットダウ
ン状態を設けたので、半導体装置１が８５℃の様な高温状態であっても、半導体装置１の
消費電流を削減することができる。
【００５５】
　２）スイッチ回路１１１がスタンバイ状態の時において、論理回路ブロック１１３には
、第１電位ＬＧＶｄｄ（ＬＧＶｄｄ＝Ｖｄｄ－Ｖｔｐ）と接地電位Ｖｓｓとの間の電位差
が供給される。そのため、論理回路ブロック１１３を構成する内部論理回路は、通常動作
状態時の信号状態を保持できる。
【００５６】
　３）第１電位ＬＧＶｄｄと接地電位Ｖｓｓとの間の電位差は、電源電位Ｖｄｄと接地電
位Ｖｓｓの間の電位差より小さいので、論理回路ブロック１１３を構成する複数のトラン
ジスタのリーク電流を低減することができる。これにより、スタンバイ状態における論理
回路ブロック１１３の消費電流を削減することができる。
【００５７】
　４）スタンバイ状態から通常動作状態への復帰は、短時間で復帰することができる。ス
タンバイ状態から通常動作状態へ復帰は、スタンバイ信号／ＲＳの信号レベルを変化させ
るだけであり、複雑な立上げシーケンスを必要とせず、復帰時間及び消費電流が増加する
こともない。
【００５８】
　（変形例）
　図６は、変形例に係る半導体装置の構成例を示す図である。図７は、図６のバッファ回
路ＢＵＦ２の構成例を示す図である。
【００５９】
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　図６が図２と異なる点は、図６において、論理回路ブロック１１３の接地ノードＮＤ２
と接地配線Ｌ２との間に、スイッチ回路１１７が設けられている点である。図６の他の構
成は、図２の構成と同じであるので、繰り返しの説明は省略する。以下、図２と異なる点
について、主に説明する。
【００６０】
　スイッチ回路１１７は、バッファ回路ＢＵＦ２と、複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジ
スタＭＮ１と、を含む。バッファ回路ＢＵＦ２は、スタンバイ信号ＲＳを受ける入力と、
出力と、を含む。複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＮ１は、一例では、Ｎ個のＮ
チャネル型ＭＯＳトランジスタＭＮ１である。複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＭ
Ｎ１のゲート電極のおのおのは、バッファ回路ＢＵＦ２の出力に接続される。複数のＮチ
ャネル型ＭＯＳトランジスタＭＮ１のソース電極のおのおのは、接地電位ＧＮＤが供給さ
れる接地配線Ｌ２に接続される。複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＮ１のドレイ
ン電極のおのおのは論理回路ブロック１１３の接地ノードＮＤ２に接続される。つまり、
複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタのソースドレイン経路は、接地配線Ｌ２と接地ノ
ードＮＤ２とに間に、互いに並列に接続されている。
【００６１】
　バッファ回路ＢＵＦ２は、図７に示す様に、Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ（第２の
Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ）ＰＦＥＴ２とＮチャネル型ＭＯＳトランジスタ（第２
のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタ）ＮＦＥＴ２とを含む。Ｐチャネル型ＭＯＳトランジ
スタＰＦＥＴ２のゲートは、バッファ回路ＢＵＦ２の入力に接続される。Ｐチャネル型Ｍ
ＯＳトランジスタＰＦＥＴ２のソースは、電源電位Ｖｄｄが供給される電源配線Ｌ１に接
続される。Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ２のドレインは、バッファ回路ＢＵ
Ｆ２の出力に接続される。Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ２のゲートは、バッ
ファ回路ＢＵＦ２の入力に接続される。Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ２のソ
ースは、論理回路ブロック１１３の接地ノードＮＤ２、すなわち、複数のＮチャネル型Ｍ
ＯＳトランジスタＭＮ１のドレイン電極に接続される。Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタ
ＮＦＥＴ２のドレインは、バッファ回路ＢＵＦ２の出力に接続される。つまり、Ｐチャネ
ル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ２のソースドレイン経路とＮチャネル型ＭＯＳトランジ
スタＮＦＥＴ２のソースドレイン経路は、電源配線Ｌ１と接地ノードＮＤ２との間に、直
列に接続されている。
【００６２】
　なお、スイッチ回路１１７とバッファ回路ＢＵＦ２は、論理回路ブロック１１３の接地
ノードＮＤ２の電位を制御する電圧制御回路と見做すことができる。
【００６３】
　バッファ回路ＢＵＦ２内のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ２は、スタンバイ
信号ＲＳのハイレベルに基づいて、ＯＦＦ状態にされる。また、バッファ回路ＢＵＦ２内
のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ２は、スタンバイ信号ＲＳのハイレベルに基
づいて、ＯＮ状態にされる。Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ２がＯＮ状態とさ
れると、複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＮ１のドレインとゲートとが同じ電圧
になる。したがって、複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＮ１はダイオード接続の
状態となる。そのため、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１のドレインの電圧
、つまり、論理回路ブロック１１３の接地ノードＮＤ２の電圧は、接地電位Ｖｓｓからダ
イオードの閾値電圧（Ｖｔｎ）分だけ上昇された第２電位ＬＧＶｓｓ（ＬＧＶｓｓ＝Ｖｓ
ｓ＋Ｖｔｎ）となる。
【００６４】
　一方、バッファ回路ＢＵＦ２内のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ２は、スタ
ンバイ信号ＲＳのロウレベルに基づいて、ＯＮ状態にされる。バッファ回路ＢＵＦ２内の
Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタＮＦＥＴ２は、スタンバイ信号ＲＳのロウレベルに基づ
いて、ＯＦＦ状態にされる。Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタＰＦＥＴ２のＯＮ状態とさ
れると、複数のＮチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＮ１がＯＮ状態とされるので、論理回
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路ブロック１１３の接地ノードＮＤ２の電圧は接地電位Ｖｓｓとなる。
【００６５】
　変形例によれば、以下の効果を得ることができる。
【００６６】
　１）変形例においても、実施の形態１と同様な効果を得ることができる。
【００６７】
　２）シャットダウン状態の時、複数のＰチャネル型ＭＯＳトランジスタＭＰ１がオフ状
態とされるので、論理回路ブロック１１３は電源配線Ｌ１から遮断される。したがって、
半導体装置１が高温状態であっても、半導体装置１の消費電流を削減することができる。
【００６８】
　３）スタンバイ状態の時、第１電位ＬＧＶｄｄと第２電位ＬＧＶｓｓとの間の電位差が
論理回路ブロック１１３に供給されるので、論理回路ブロック１１３を構成する内部論理
回路は、通常動作状態時の信号状態を保持できる。つまり、第１電位ＬＧＶｄｄと第２電
位ＬＧＶｓｓとの間の電位差は、論理回路ブロック１１３を構成する内部論理回路が通常
動作状態時の信号状態を保持できる程度の電位差に設定されている。
【００６９】
　（実施の形態２）
　実施の形態２では、半導体装置であるマイクロコントローラ（ＭＣＵ）に含まれる複数
の機能ブロックごとに、スイッチ回路１１１を設けた構成を説明する。図８は、実施の形
態２に係る半導体装置の構成例を説明する図である。図９は、図８の半導体装置の電源電
位の供給経路を説明する図である。なお、図９には、図１、図２で説明した接地配線Ｌ２
の図示は、図面の簡素化の為、省略している。
【００７０】
　半導体装置１ａは、単結晶シリコンなどの１つの半導体チップの上に、公知のＣＭＯＳ
トランジスタの製造方法を用いて形成されている。図８に示す様に、半導体装置１ａであ
るマイクロコントローラ（ＭＣＵ）は、複数の機能ブロック１３０～１３７と、アナログ
デジタル変換回路（ＡＤＣ）１３、電源回路（ＰＳＣ）１４、制御回路１５、バス１４０
等から構成される。バス１４０は、マイクロコントローラ（ＭＣＵ）内の各回路（１３、
１４、１５、１３０～１３６）を相互に接続するように構成されている。
【００７１】
　複数の機能ブロック１３０～１３７は、この例では、中央処理装置（ＣＰＵ）１３０、
不揮発性メモリとしてのフラッシュメモリ（ＦＬＡＳＨ（登録商標））１３１、揮発性メ
モリとしてのスタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）１３２、システム制御装
置（ＳＹＳＳＳ）１３３、タイマー回路（ＴＭ）１３４ａおよびシリアル通信回路（ＳＣ
Ｉ）１３４ｂを含む周辺回路（ＰＥＲＩ）１３４、半導体装置１ａの動作クロックＣＬＫ
を生成するオンチップクロック生成回路（ＯＣＯ）１３５、現在の時刻を刻むリアルタイ
ムクロック生成回路（ＲＴＣ）１３６、ＲＴＣ１３６に供給される３２ＫＨｚの基準クロ
ック信号を生成する発振回路（ＯＳＣ）１３７等を含む。ＦＬＡＳＨ１３１は、ＦＬＡＳ
Ｈ１３１の動作を制御するフラッシュサブ制御回路（ＦＬＡＳＨＳＳ）１３１ａを含む。
【００７２】
　リアルタイムクロック動作（ＲＴＣ動作）である時計機能は、リアルタイムクロック生
成回路（ＲＴＣ）１３６および発振回路（ＯＳＣ）１３７により実現されている。つまり
、リアルタイムクロック動作（ＲＴＣ動作）は、現在の時刻を刻む動作と定義することも
でる。
【００７３】
　図９に示す様に、制御回路ＣＮＴは、バス１４０に接続された制御レジスタＲＥＧを含
む。制御レジスタＲＥＧは、複数の制御ビットｂｉｔ０～ｂｉｔ９を含む。複数の制御ビ
ットｂｉｔ０～ｂｉｔ９のおのおのの状態は、たとえば、バス１４０を介して、ＣＰＵ１
３０等により設定することができる。制御ビットｂｉｔ０、ｂｉｔ２、ｂｉｔ４、ｂｉｔ
６、ｂｉｔ８は、スタンバイ信号ＲＳの状態を設定するために設けられる。制御ビットｂ
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ｉｔ１、ｂｉｔ３、ｂｉｔ５、ｂｉｔ７、ｂｉｔ９は、シャットダウン信号ＳＤの状態を
設定するために設けられる。
【００７４】
　スイッチ回路（ＳＷＣ）１１１ａ～１１１ｅのおのおのは、図２で説明したスイッチ回
路１１１と同様な構成とされており、図４で説明した３つの状態(ＳＴ１～ＳＴ３)をとる
ことができる。なお、スイッチ回路（ＳＷＣ）１１１ａ～１１１ｅは、図９に点線ＤＬで
示す様に、制御回路ＣＮＴに含まれる様に構成されても良い。
【００７５】
　スイッチ回路１１１ａは、制御ビットｂｉｔ０、ｂｉｔ１により制御され、ＲＴＣ１３
７、ＯＳＣ１３８のおのおのの電源ノードＮＤ１への電源電位Ｖｄｄの供給、第１電位Ｌ
ＧＶｄｄの供給、および、電源電位Ｖｄｄの供給の遮断を制御する。スイッチ回路１１１
ｂは、制御ビットｂｉｔ２、ｂｉｔ３により制御され、ＳＲＡＭ１３２の電源ノードＮＤ
１への電源電位Ｖｄｄの供給、第１電位ＬＧＶｄｄの供給、および、電源電位Ｖｄｄの供
給の遮断を制御する。スイッチ回路１１１ｃは、制御ビットｂｉｔ４、ｂｉｔ５により制
御され、ＦＬＡＳＨ１３１、ＣＰＵ１３０のおのおのの電源ノードＮＤ１への電源電位Ｖ
ｄｄの供給、第１電位ＬＧＶｄｄの供給、および、電源電位Ｖｄｄの供給の遮断を制御す
る。スイッチ回路１１１ｄは、制御ビットｂｉｔ６、ｂｉｔ７により制御され、ＯＣＯ１
３５、ＳＹＳＳＳ１３３のおのおのの電源ノードＮＤ１への電源電位Ｖｄｄの供給、第１
電位ＬＧＶｄｄの供給、および、電源電位Ｖｄｄの供給の遮断を制御する。スイッチ回路
１１１ｅは、制御ビットｂｉｔ８、ｂｉｔ９により制御され、ＦＬＡＳＨＳＳ１３１ａ、
ＰＥＲＩ１３４のおのおのの電源ノードＮＤ１への電源電位Ｖｄｄの供給、第１電位ＬＧ
Ｖｄｄの供給、および、電源電位Ｖｄｄの供給の遮断を制御する。
【００７６】
　図９では、機能ブロック毎にスイッチ回路１１１ａ～１１１ｅを設け、レジスタＲＥＧ
の制御により、機能ブロック毎に図４の３つの状態（ＳＴ１，ＳＴ２，ＳＴ３）を個別に
制御することが可能にされている。ＲＴＣ動作に必要な回路（ＲＴＣ１３６、ＯＳＣ１３
７）、半導体装置１ａの動作モードを制御するシステム制御回路（ＳＹＳＳＳ１３３、Ｏ
ＣＯ１３５）、スタンバイ状態かつＲＴＣ動作（以下、（Ｓｔａｎｄｂｙ状態＋ＲＴＣ動
作）と言う）に必要のない回路（ＳＲＡＭ１３２、ＦＬＳＡＳＨ１３１、ＣＰＵ１３０、
ＦＬＡＳＨＳＳ１３１ａ、ＰＥＲＩ１３４）で機能ブロックを分割している。
【００７７】
　ここで、（Ｓｔａｎｄｂｙ状態＋ＲＴＣ動作）とは、ＲＴＣ動作を実行している状態で
あり（ＲＴＣ１３６、ＯＳＣ１３７に電源電位Ｖｄｄが供給されている状態）、システム
制御回路（ＳＹＳＳＳ１３３、ＯＣＯ１３５）に第１電位ＬＧＶｄｄが供給され、かつ、
ＲＴＣ１３６、ＯＳＣ１３７、ＳＹＳＳＳ１３３、ＯＣＯ１３５以外の論理回路（ＦＬＳ
ＡＳＨ１３１、ＣＰＵ１３０、ＦＬＡＳＨＳＳ１３１ａ、ＰＥＲＩ１３４）に第１電位Ｌ
ＧＶｄｄが供給されているか、又は、論理回路（ＦＬＳＡＳＨ１３１、ＣＰＵ１３０、Ｆ
ＬＡＳＨＳＳ１３１ａ、ＰＥＲＩ１３４）への電源電位Ｖｄｄの供給が遮断されている状
態として定義することができる。つまり、後述される図１１の第１待機モード（Ｓｔａｎ
ｄｂｙ１）や第２待機モード（Ｓｔａｎｄｂｙ２）が、（Ｓｔａｎｄｂｙ状態＋ＲＴＣ動
作）に対応する。
【００７８】
　また、（Ｓｈｕｔｄｏｗｎ状態＋ＲＴＣ動作）とは、ＲＴＣ動作を実行している状態で
あり（ＲＴＣ１３６、ＯＳＣ１３７に電源電位Ｖｄｄが供給されている状態）、かつ、シ
ステム制御回路（ＳＹＳＳＳ１３３、ＯＣＯ１３５）および論理回路（ＦＬＳＡＳＨ１３
１、ＣＰＵ１３０、ＦＬＡＳＨＳＳ１３１ａ、ＰＥＲＩ１３４）への電源電位Ｖｄｄの供
給が遮断されている状態である。つまり、後述される図１１の遮断モード（Ｓｈｕｔｄｏ
ｗｎ）が、（Ｓｈｕｔｄｏｗｎ状態＋ＲＴＣ動作）に対応する。
【００７９】
　図１０は、半導体装置の動作モードおよびその状態遷移を示す図である。図１１は、図
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１０の動作モードと図９の各機能ブロックの状態とを説明する図である。図１２は、通常
動作モードにおける制御レジスタの設定状態の例を示す図である。図１３は、第１待機モ
ードにおける制御レジスタの設定状態の例を示す図である。図１４は、第２待機モードに
おける制御レジスタの設定状態の例を示す図である。図１５は、遮断モードにおける制御
レジスタの設定状態の例を示す図である。図１６は、第２待機モードから通常動作状態へ
遷移する場合の遷移中の制御レジスタの設定状態の例を示す図である。なお、図１４～図
１６において、接地電位ＧＮＤは、対応するスイッチ回路の複数のＰチャネル型ＭＯＳト
ランジスタＭＰ１のオフ状態に基づいて、対応する機能ブロックの電源ノードＮＤ１が接
地電位ＧＮＤにされた状態を示している。
【００８０】
　図１０に示す様に、半導体装置１ａの動作モードは、電源電位ＶＣＣが供給されないパ
ワーオフ状態（Ｐｏｗｅｒ　ＯＦＦ）と、電源電位ＶＣＣが供給されたパワーオン状態（
Ｐｏｗｅｒ　ＯＮ)とを有する。パワーオン状態（Ｐｏｗｅｒ　ＯＮ)は、リセットモード
（Ｒｅｓｅｔ）と、通常動作状態（Ｒｕｎ）（通常動作モードとも言う）と、第１待機モ
ード(Ｓｔａｎｄｂｙ１)と、第２待機モード(Ｓｔａｎｄｂｙ２)と、遮断モード（Ｓｈｕ
ｔｄｏｗｎ）と、を有する。
【００８１】
　図１１には、各動作モードにおける下記回路１）～６）の状態が示されている。各回路
１）～６）は次のようにされている。 
　回路１）論理回路（Ｌｏｇｉｃ（ＲＴＣ））：ＲＴＣ１３６ 
　回路２）論理回路（Ｌｏｇｉｃ（ＳＹＳＳＳ））：ＳＹＳＳＳ１３３、ＯＣＯ１３５ 
　回路３）ＲＴＣ１３６およびＳＹＳＳＳ１３３以外の論理回路（Ｌｏｇｉｃ（ｅｘｃｅ
ｐｔ　ＲＴＣ、ＳＹＳＳＳ））：ＣＰＵ１３０、ＦＬＡＳＨ１３１，ＦＬＡＳＨＳＳ１３
１ａ、ＰＥＲＩ１３４ 
　回路４）ＳＲＡＭ：ＳＲＡＭ１３２ 
　回路５）ＰＳＣ：ＰＳＣ１４ 
　回路６）ＯＳＣ：ＯＳＣ１３７
　また、図１１に示す記号は、以下の様にされている。
【００８２】
　黒丸（●）：対応する回路には、電源電位ＶＣＣ、または、スイッチ回路から電源電位
Ｖｄｄが供給されている状態であり、対応する回路は動作状態と停止状態とを選択可能な
状態を示す。
【００８３】
　白丸（○）：対応する回路にはスイッチ回路から第１電位ＬＧＶｄｄが供給されている
状態であり、対応する回路は遷移前の論理状態を維持する状態を示す。つまり、対応する
回路は、レジュームスタンバイ状態とされている。
【００８４】
　横棒（－）：対応する回路は停止状態であることを示す。ただし、対応する回路にはス
イッチ回路から電源電位Ｖｄｄが供給されている。
【００８５】
　空白(無記号)：パワーオフ状態では、対応する回路には、電源電位ＶＣＣ、又は、スイ
ッチ回路から電源電位Ｖｄｄが供給されていない状態を示す。 
　　　　パワーオン状態では、電源電位Ｖｄｄの供給がスイッチ回路により遮断されてい
る状態を示す。
【００８６】
　次に、図１１の各動作モードについて説明する。
【００８７】
　リセットモード（Ｒｅｓｅｔ）：
　回路５）である電源回路（ＰＳＣ）１４には電源電位ＶＣＣが供給され、電源回路（Ｐ
ＳＣ）１４は内部電源電位である電源電位Ｖｄｄを生成する。
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【００８８】
　通常動作モード（Ｒｕｎ）：
　回路１）～４）、６）の各電源ノードＮＤ１には、電源回路（ＰＳＣ）１４から生成さ
れた電源電位Ｖｄｄがスイッチ回路１１１ａ～１１１ｅを介して供給されている。 
　つまり、通常動作モード（Ｒｕｎ）では、図１２に示す様に、制御ビットｂｉｔ０、ｂ
ｉｔ２、ｂｉｔ４、ｂｉｔ６、ｂｉｔ８はロウレベル（０）の状態（ＲＳ＝０）に設定さ
れ、制御ビットｂｉｔ１、ｂｉｔ３、ｂｉｔ５、ｂｉｔ７、ｂｉｔ９はロウレベル（０）
の状態（ＳＤ＝０）に設定される。
【００８９】
　第１待機モード(Ｓｔａｎｄｂｙ１)：
　回路１）、６）の各電源ノードＮＤ１には、電源回路（ＰＳＣ）１４から生成された電
源電位Ｖｄｄがスイッチ回路１１１ａを介して供給されている。これにより、ＲＴＣ動作
を行うことができる。 
　回路２）、３）、４）の各電源ノードＮＤ１には、スイッチ回路１１１ｄ、１１１ｃ、
１１１ｅ、１１１ｂ、から第１電位ＬＧＶｄｄが供給されている。回路２）、３）、４）
はスタンバイ状態である。 
　つまり、第１待機モードでは、図１３に示す様に、制御ビットｂｉｔ０はロウレベル（
０）の状態（ＲＳ＝０）に設定され、制御ビットｂｉｔ２、ｂｉｔ４、ｂｉｔ６、ｂｉｔ
８はハイレベル（１）の状態（ＲＳ＝１）に設定される。制御ビットｂｉｔ１、ｂｉｔ３
、ｂｉｔ５、ｂｉｔ７、ｂｉｔ９はロウレベル（０）の状態（ＳＤ＝０）に設定される。
【００９０】
　第２待機モード(Ｓｔａｎｄｂｙ２)：
　回路１）、６）の各電源ノードＮＤ１には、電源回路（ＰＳＣ）１４から生成された電
源電位Ｖｄｄがスイッチ回路１１１ａを介して供給されている。これにより、ＲＴＣ動作
を行うことができる。 
　回路２）、４）の各電源ノードＮＤ１には、スイッチ回路１１１ｄ、１１１ｂから第１
電位ＬＧＶｄｄが供給されている。回路２）、４）はスタンバイ状態である。 
　回路３）の電源ノードＮＤ１は、スイッチ回路１１１ｃ，１１１ｅによって電源電位Ｖ
ｄｄの供給が遮断されている。これにより、回路３）はシャットダウン状態である。 
　つまり、第２待機モードでは、図１４に示す様に、制御ビットｂｉｔ０、ｂｉｔ４、ｂ
ｉｔ８はロウレベル（０）の状態（ＲＳ＝０）に設定され、制御ビットｂｉｔ２、ｂｉｔ
６はハイレベル（１）の状態（ＲＳ＝１）に設定される。制御ビットｂｉｔ１、ｂｉｔ３
、ｂｉｔ７はロウレベル（０）の状態（ＳＤ＝０）に設定され、制御ビットｂｉｔ５、ｂ
ｉｔ９はハイレベル（１）の状態（ＳＤ＝１）に設定される。
【００９１】
　遮断モード（Ｓｈｕｔｄｏｗｎ）：
　回路１）、６）の電源ノードＮＤ１には、電源回路（ＰＳＣ）１４から生成された電源
電位Ｖｄｄがスイッチ回路１１１ａを介して供給されている。これにより、ＲＴＣ動作を
行うことができる。 
　回路４）の電源ノードＮＤ１には、スイッチ回路１１１ｂから第１電位ＬＧＶｄｄが供
給されている。回路４）はスタンバイ状態である。 
　回路２）、３）の電源ノードＮＤ１は、スイッチ回路１１１ｄ、１１１ｃ，１１１ｅに
よって電源電位Ｖｄｄの供給が遮断されている。回路２）、３）はシャットダウン状態で
ある。 
　つまり、遮断モードでは、図１５に示す様に、制御ビットｂｉｔ０、ｂｉｔ２、ｂｉｔ
４、ｂｉｔ６、ｂｉｔ８はロウレベル（０）の状態（ＲＳ＝０）に設定され、制御ビット
ｂｉｔ２はハイレベル（１）の状態（ＲＳ＝１）に設定される。制御ビットｂｉｔ１、ｂ
ｉｔ３はロウレベル（０）の状態（ＳＤ＝０）に設定され、制御ビットｂｉｔ５、ｂｉｔ
７、ｂｉｔ９はハイレベル（１）の状態（ＳＤ＝１）に設定される。
【００９２】
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　（状態遷移の説明）
　図１０に戻って、状態遷移について説明する。以下の説明では、シャットダウン命令（
ＳＤＩ）、第１スタンバイ命令（ＲＳＩ１）および第２スタンバイ命令（ＲＳＩ２）を用
いて説明する。なお、シャットダウン命令（ＳＤＩ）、第１スタンバイ命令（ＲＳＩ１）
および第２スタンバイ命令（ＲＳＩ２）は、制御レジスタＲＥＧの制御ビットを設定する
レジスタ設定命令（または、ビット操作命令）と、レジスタ設定命令の実行後に実行され
るストップ命令（ＳＴＯＰ）とに変更することも可能である。ＣＰＵ１３０は、レジスタ
設定命令を実行し、その後、ストップ命令を実行すると、ＣＰＵ１３０は、停止状態とな
り、次に実行すべき処理ないし命令を待つ状態となる。
【００９３】
　半導体装置１ａに電源電位ＶＣＣが印加される（Ｐｏｗｅｒ　ＯＮ）と、半導体装置１
ａは、パワーオフ状態から通常動作状態（Ｒｕｎ）へ移行する。
【００９４】
　通常動作モードにおいて、ＣＰＵ１３０がシャットダウン命令（ＳＤＩ）を実行すると
、半導体装置１ａは遮断モードへ遷移する。シャットダウン命令の実行により、図１５に
示す様に、制御レジスタＲＥＧの各制御ビットが設定される。
【００９５】
　遮断モードにおいて、半導体装置１ａのリセット要因（ＲＳＴ）の発生に基づいて、遮
断モードからリセットモードへ遷移する。この時、リセット処理が実行され、制御ビット
ｂｉｔ２がハイレベル（１）の状態（ＲＳ＝１）からウレベル（０）の状態（ＳＤ＝０）
へ変更され、制御ビットｂｉｔ５、ｂｉｔ７、ｂｉｔ９がハイレベル（１）の状態（ＳＤ
＝１）からロウレベル（０）の状態（ＳＤ＝０）へ変更される。その後、リセットモード
が解除（リセット解除ＲＳＴＲ）されて、半導体装置１ａは通常動作モードへ遷移する。
【００９６】
　通常動作モードにおいて、ＣＰＵ１３０が第１スタンバイ命令（ＲＳＩ１）を実行する
と、半導体装置１ａは第１待機モードへ遷移する。第１スタンバイ命令の実行により、図
１３に示す様に、制御レジスタＲＥＧの各制御ビットが設定される。第１待機モードにお
いて、ＣＰＵ１３０の復帰要因トリガである割り込み要求信号（ＩＮＴ）の発生に基づい
て、半導体装置１ａは第１待機モードから通常動作モードへ遷移する。この時、図１２に
示す様に、制御レジスタＲＥＧの各制御ビットが設定される。
【００９７】
　通常動作モードにおいて、ＣＰＵ１３０が第２スタンバイ命令（ＲＳＩ２）を実行する
と、半導体装置１ａは第２待機モードへ遷移する。第２スタンバイ命令の実行により、図
１４に示す様に、制御レジスタＲＥＧの各制御ビットが設定される。第２待機モードにお
いて、ＣＰＵ１３０の復帰要因トリガである割り込み要求信号（ＩＮＴ）の発生に基づい
て、半導体装置１ａは第２待機モードから通常動作モードへ遷移する。第２待機モードか
ら通常動作モードへ遷移する際、図１６に記載のウェイクアップ（Ｗａｋｅｕｐ）状態を
経由することができる（図１４－＞図１６－＞図１２）。図１６では、制御ビットｂｉｔ
６が、図１４に示すハイレベル（１）の状態（ＲＳ＝１）からロウレベル（０）の状態（
ＲＳ＝０）へ変更されている。
【００９８】
　実施の形態２によれば、以下の効果を得ることができる。
【００９９】
　１）実施の形態２においても、実施の形態１の効果と同様な効果を得ることができる。
【０１００】
　２）図１１に示す第２待機モード（Ｓｔａｎｄｂｙ２）を設けたので、ＲＴＣ動作を行
いつつ、ＲＴＣ１３６、ＳＹＳＳＳ１３３、ＯＣＯ１３５以外の論理回路（Ｌｏｇｉｃ（
ｅｘｃｅｐｔ　ＲＴＣ、ＳＹＳＳＳ）：ＣＰＵ１３０、ＦＬＡＳＨ１３１，ＦＬＡＳＨＳ
Ｓ１３１ａ、ＰＥＲＩ１３４）の消費電流を削減することができる。
【０１０１】
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　３）図１１に示す遮断モード（Ｓｈｕｔｄｏｗｎ）を設けたので、ＲＴＣ動作を行いつ
つ、論理回路（Ｌｏｇｉｃ（ＳＹＳＳＳ）：ＳＹＳＳＳ１３３、ＯＣＯ１３５）、および
、ＲＴＣ１３６、ＳＹＳＳＳ１３３、ＯＣＯ１３５以外の論理回路（Ｌｏｇｉｃ（ｅｘｃ
ｅｐｔ　ＲＴＣ、ＳＹＳＳＳ）：ＣＰＵ１３０、ＦＬＡＳＨ１３１，ＦＬＡＳＨＳＳ１３
１ａ、ＰＥＲＩ１３４）の消費電流を削減することができる。遮断モードでは、半導体装
置が８５℃の様な高温時において、半導体装置１ａのリーク電流を、通常動作モードと比
較して約７５％程度削減でき、第１待機モード（Ｓｔａｎｄｂｙ１）と比較して約３０％
程度削減することができる。
【０１０２】
　４）複数の制御ビットを含む制御レジスタＲＥＧを設け、電源回路１４の出力電圧を変
更する事なく、複数の制御ビットを設定することにより、短い時間で、遮断モードから通
常動作モードへ遷移させることができる。つまり、遮断モードから通常動作モードへ高速
に起動できる。
【０１０３】
　５）上記４）において、第２待機モードおよび遮断モードを設けたので、半導体装置の
消費電流を削減することができる。
【０１０４】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は
、上記実施形態および実施例に限定されるものではなく、種々変更可能であることはいう
までもない。
【符号の説明】
【０１０５】
　１、１ａ：半導体装置
　１１：論理回路部
　１２：回路部
　１３：アナログ回路
　１４：電源回路
　１５制御回路（ＣＮＴ）
　１１１、１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ、１１１ｄ、１１１ｅ、１１２、１１７：スイ
ッチ回路（ＳＷＣ）
　１１３：論理回路ブロック
　１１５：保持回路
　１３０：中央処理装置（ＣＰＵ）
　１３１：フラッシュメモリ（ＦＬＡＳＨ）、
　１３１ａ：フラッシュサブ制御回路（ＦＬＡＳＨＳＳ）
　１３２：スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）
　１３３：システム制御装置（ＳＹＳＳＳ）
　１３４：周辺回路（ＰＥＲＩ）
　１３５：オンチップクロック生成回路（ＯＣＯ）、
　１３６：リアルタイムクロック生成回路（ＲＴＣ）、
　１３７：発振回路（ＯＳＣ）
　Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３：外部端子
　ＭＰ１、ＭＰ２、ＭＰ３：Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ
　ＢＵＦ１：バッファ回路
　Ｌ１：電源配線（第１配線）
　Ｌ２：接地配線（第２配線）
　ＮＤ１：電源ノード
　ＮＤ２：接地ノード
　ＲＥＧ：制御レジスタ
　ｂｉｔ０～ビット９：制御ビット
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